
AM1808 StarterWare软件使用笔记

本文记录了TI的StarterWare软件包的使用过程，包括bootloader代码移植，CCS5使用，小工具应用，代码烧写。

StarterWare软件包是TI为其CPU提供的一套软件包，内有bootloader，底层驱动，网络，usb开发包，例程，工具等，内容十分丰富，对于应用软件的快速开发有很大的帮助。

软件使用CCS5开发，选择Project->Import Existing CCS Eclipse Project选项，弹出如下界面：
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点击Browse按钮，选择StarterWare的安装路径，点“确定”，弹出下面窗口：
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选中bootloader_armv5_am1808_evmAM1808,点击“Finish”按钮，把bootloader项目添加到当前工作区。可以看到，这个bootloader是针对TI的EVM开发板的，针对其硬件开发的。要在hawk板子上跑起来，需要一番修改。

由于hawk开发板使用的是NANDflash，而工程中默认是SPI Flash，在CCS5界面菜单中，选择project->properties->build->TMS470Compiler ->Predefined Symbols中修改预定义的宏，把SPI改为NAND。

然后去掉工程中的bl_spi.c，添加bl_nand.c文件，添加nand.lib文件，然后编译。这样的bootloader就可以支持NAND Flash引导了。

EVM开发板使用mobileDDR存储区，可是hawk板使用DDRII存储器，两者代码不兼容，要修改程序使之支持DDRII。

1. 在bl_platform.h中定义的#define VTPIO_CTL_HIGH  0x00080000有问题，该位在寄存器的第15位，可是程序中定义到了第19位，这是一个明显的bug。

2. 修改bl_platform.c文件中的函数DDRInit()，该函数初始化DDRRAM，原型是初始化Mobile DDR,需要改为支持DDRII RAM。
3. 按照bootandflash 软件包中的device.c文件中的初始化函数DEVICE_ExternalMemInit()修改：
在bl_platform.h文件中，预定义了DDR_132MHZ的宏，定义了mobile DDR的参数，取消#define DDR_132MHZ,建立#define DDRII_150MHZ宏定义，加入以下宏定义参数：

#elif defined(DDRII_150MHZ)

  /* Fix DDRII timing values/refresh rates */
  #define DDR2_SDTIMR1               0x264A3209
  #define DDR2_SDTIMR2               0x3C14C722
  #define DDR2_SDRCR                 0xC0000492
  #define DDR2_SDRCR_CLEAR           0xC0000000
  #define DDR2_SDCR                  0x00134832
  #define DDR2_PHYC1R



 0X000000C5
  #define VTPIO_CTL_HIGH             0x00008000
4. 主要设置SDCR寄存器，根据AM1808 TRM和UBL的初始化函数DEVICE_ExternalMemInit()，修改DDRInit()函数如下：
5. DDRInit()函数：

static void DDRInit(void)
{

unsigned int sdcr;
    PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_DDR2_MDDR,
                              0, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
    if (HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) &
                                                SYSCFG1_VTPIO_CTL_POWERDN)
    {
         /* Set IOPWRDN bit, powerdown enable mode */
        HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) |=
                                          SYSCFG1_VTPIO_CTL_IOPWRDN;
         /* Clear POWERDN bit (enable VTP) */
        HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) &=
                                          ~SYSCFG1_VTPIO_CTL_POWERDN;
        //CLRZ seque is 101
        /* Set CLRZ bit */
    
HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) |=
                                               SYSCFG1_VTPIO_CTL_CLKRZ;
         /* Clear CLRZ bit */

HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) &=
                                          ~SYSCFG1_VTPIO_CTL_CLKRZ;

/* CLRZ bit should be low at least for 2ns */
        Delay(4);
        /* Set CLRZ bit */

HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) |=
                                           SYSCFG1_VTPIO_CTL_CLKRZ;
        /* Poll ready bit in VTPIO_CTL Untill it is high */

while (!(( HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) &
                                                     VTPIO_CTL_HIGH ) >> 15));
        /* Set Lock bit for static mode */

HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) |= SYSCFG1_VTPIO_CTL_LOCK;
        /* set PWRSAVE bit to save Power */

HWREG(SOC_SYSCFG_1_REGS + SYSCFG1_VTPIO_CTL) |=
                                          SYSCFG1_VTPIO_CTL_PWRSAVE;

/* VTP Calibration ends */
    }
    //sdcr取预设的值
    sdcr = DDR2_SDCR;
    //sdcr的bootlock，timlock先置位，再写0和各自控制的位域。
    sdcr = sdcr |(DDR2_MDDR_SDCR_BOOTUNLOCK);
    sdcr = sdcr |(DDR2_MDDR_SDCR_TIMUNLOCK);
    /* Set SDCR */
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDCR) |= (sdcr & (~DDR2_MDDR_SDCR_BOOTUNLOCK));
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDCR) |= (sdcr & (~DDR2_MDDR_SDCR_TIMUNLOCK));
    /* Set EXT_STRBEN and PWRDNEN bit of DDR PHY control register,
                                   assign desired value to the RL bit */
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_DRPYC1R) = DDR2_PHYC1R;
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDTIMR1) = DDR2_SDTIMR1;
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDTIMR2) = DDR2_SDTIMR2;
    /* CLEAR TIMINGUNLOCK */
    //HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDCR) &= ~DDR2_MDDR_SDCR_BOOTUNLOCK;
    /*  IBANK_POS set to 0 so this register does not apply */
    //mobile DDR才需要设置这个寄存器
    //HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDCR2 ) = DDR2_MDDR_SDCR_IBANK_ONE;
    /* SET the refreshing rate */
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDRCR) = DDR2_SDRCR;
    /* SyncReset the Clock to SDRAM */
    PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_DDR2_MDDR,
                              0,PSC_MDSTAT_STATE_SYNCRST);
    /* Enable clock to SDRAM */
    PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_DDR2_MDDR, 0,PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
    /* Disable Self refresh rate */
    HWREG(SOC_DDR2_0_CTRL_REGS + DDR2_MDDR_SDRCR ) &= ~DDR2_SDRCR_CLEAR;
}
再次检查，写-读一个DDR内存，数据无误，说明修改DDRII ram成功。

烧写bootloader和应用程序：

从TI网站上下载安装aisTools工具包。会安装两个程序，一个是AISgen，一个是Uart Boot Host，前一个是生产AIS格式的工具，后一个是串口引导工具，这个工具不能烧写，只能从串口下载一个程序运行。

拷贝BootandFlash 包中的sfh_OMAP-L138.exe程序，starterware Tools工具中的out2rprc.exe程序到、cygwin/flash/目录。

把boot.out和rtcClock.out拷贝到/cygwin/flash/目录下，运行AISgen for D800K800.在General页面选择ARM,NAND Flash选项，其它默认，打开boot.out文件，如下图所示：
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点击GenerateAIS按钮，输出boot.ais文件。这个文件就是要烧写到NAND Flash中的bootloader。

运行Cygwin，进入flash目录，运行./out2rprc.exe rtcClock.out rtc.bin,生产应用程序的二进制文件。

使用BootandFlash 包中的sfh_OMAP-L138.exe程序，首先擦除flash：

./ sfh_OMAP-L138.exe –erase –targetType AM1808 –flashType NAND –p COM1

把开发板设置为UART引导模式，启动开发板，完成擦除。

烧写flash，AM18081内部的RBL程序对UBL要求的格式是AIS,所以boot程序需要格式化为AIS格式，而应用程序就不需要AIS格式了，但是要格式化为bin格式。
./ sfh_OMAP-L138.exe –flash boot.ais rtc.bin –targetType AM1808 –flashType NAND –p COM1

复位开发板完成烧写。

然后把开发板的启动模式设置为NAND引导，重新上电启动，出现以下界面：
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可以看到，StarterWare 的bootloader已经引导起来，并运行应用程序。

